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１．概要（Summary） 

次々世代の材料として期待される二硫化モリブデン

（MoS2）であるが、これを電界効果トランジスタ（FET）の

チャネル材料として、分子センサーとして応用したい。 

MoS2 は n 型半導体であり、電子アクセプター分子が

吸着すると、MoS2 の伝導帯から分子の LUMO へ電子

が移動する。この時生じる MoS2-FET を流れるドレイン

電流（ID）の減少は、TCNQ 吸着実験で容易に観測でき

た。 

実用性向上を目的として、様々なターゲット分子につい

て検出の実績を増やしたい。本研究では、電子ドナー分

子の吸着における電気特性変化の観測に挑戦した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

125 kV 電子ビーム描画装置、６連自動蒸着装置 

【実験方法】 

MoS2 フレークを SiO2/p++Si(001)基板に転写し、レジ

スト(MMA/PMMA A2)を塗布後、電子ビーム描画装置と

電 子 銃 型 蒸 着 装 置 を 用 い て フ レ ー ク 両 端 に 

Ni/Au(Ni:10 nm, Au:150 nm)電極を取り付けた。 

デバイスを持ち帰り、ドナー分子 (Methyl Red:MR, 

C15H15N3O2) を MoS2 表面に真空蒸着した時の電気

測定実験および X 線光電子分光実験を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 (a)から、MR の吸着量増加に伴って、 期待通

り ID が増加する様子が観測された（しきい値電圧が左に

シフト）。自作したデバイスにおいて、MoS2 の n 型特性

から、電子ドナー分子の検出は難しいと予想していたが、

本実験で電気特性変化として観測することに成功した。 

Fig. 1 (b), (c)に、MoS2 表面状態の解析結果を示した。

蒸着量増加に伴い MR 由来の N 1s ピーク強度が増

加し、下地の MoS2 由来の Mo 3d ピーク強度が減少し

た。MoS2 表面と吸着した MR との間で起こる電気的な

相互作用が、デバイスの電気特性に影響を与えたと考察

される。 
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Fig. 1. Changes in (a) electrical properties and (b, c) surface

states before and after MR adsorption. The successful detection

of donor molecules is expected to expand the applications for

molecular sensors. 


